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ARAFIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas pepertksaan tni mengandun$i 5 muka surat
bercetak dan ENAIVI(6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab mana-mana LIIVIA(5) soalan.
Agihan markah bagt settap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai
peratusan dartpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagl soalan
berkenaan.




Terangkan keburukan-keburukan penyongsang nMOS dengan
beban tartk-atas berintangan (resistive pull-up load). Analisis
penyongsang nMOS dengan menggunakan suatu transistor mod
susutan sebagai beban ta'rik atasnya. Terbttkan satu ungkapan
untuk nlsbah penyongsan$ itu.
(5oo/o)
(b) Jlkalau voltan ambang tranststor itu adalah satu persepuluh darl
voltan bekalan, klrakan ntsbah penyongsang yang mempunyai
transistor mod susutan sebagai beban taiik-atasnya.
(3Oo/o)
(c) Dengan menggunakan raJah yang boleh memberikan gambaran
Jelas terangkan Yang berikut:(i) Get penghantaran (Transmlsslon Gate) dan
(il) Transistor kuning (yellow Transistor)
(2Oo/ol
Terangkan yang berikut untuk suatu penyongsang CMOS:
fabrikasl, teori beroperasl, clrl-clrl I-V, kebalkan-kebatkan dan
keburukan-keburukan.
(5oo/o)
Bagl translstor-translstor nMOS apakah makna dan pentlngnya
"KesanJasad" ("Body Effect"). Terangkan dengan sepenuhnya
(25o/ol
Perttmbangkan suatu transistor laluan (Dass tranststor) dan
penyongsang nMOS bersambung di antara satu sama lain. untuk












Bermula dari pasir biasa, suatu hablur tunggal silikon dapat
dihasllkan. Terangkan langkah-langkah proses yang berlainan
termasuk zon pembersihan dan teknik Czochralski'
(4Oo/ol
(b) Dengan menggunakan raJah-raJah yang boleh memberlkan
gambaran yang Jelas, terangkan bagaimana suatu penyongsang




Huraikan "pemencilan dielektrtk" (Dtelektrik Isolation). Apakah
kebaikan-kebalkannya berbanding dengan cara-cara pemencilan
yang lain.
(2Oo/ol
Terangkan bagatmanakah transistor nMOS dan pMOS boleh
dlgunakan sebagai suls dan loglk gabungan.
(2Oo/o)








Dengan menggunakan Peta Karnaugh,
bentuk suls-suls.
(4oo/ol
(c) Dengan menggunakan suis-suis C, lukiskan gambaraJah litar untuk
berlkut:(i) pemulttpleks dan (tt) Flip-flop.






5. (a) Huralkan "teorl penskalaan medan malar tertlb-pertama"
(first-order constant field scallng theory). Apakah kepentingan
penskalaan?
(4Oo/o)
(b) Terangkan bagatmanakah yang berikut berubah dalam suatu litar
. atau peranti terskala bawah (scaled down device or circult):
(f) Lesapan kuasa dinamik (dynamtc power dissipation)'
(it) Tianskealiran transistor (transistors transconductance),




(c) Fllem bagi suatu bahan berintangan yang mempunyal rintangan
keping (sheet resistance) 5OO per segiempat adalah dtgunakari untuk
membuat satu perlntang 5 trrilo-ohm. Jikalau substrat (substrate) itu
adalah 6O mll x 28O mll, rekabentuk bentangan perintang itu. Pillh
lebar garts (line width) yang sesuai.
eAVo)
6. (a) Apakah yang dtmaksudkan dengan "gambaraJah lidi" {strck
Diagrams). Luktskan gambaraJah lidt untuk yang berikut:
(i) transistor mod susutan nMOS'(lt) penyongsang nMOS dan
(iii) get penghantaran CMOS
(4oo/o)
(b) Dalam litar-lttar VLSI get TAK-ATAU adalah lebih dlgemari











(c) Rekabentuk suatu tatasusunan logik boleh aturcara (Programmable
Logic Aray) untuk aturcara fungsl-fungsi berikut:
zL=ab+i-b.c,
4, = ab dan
4=a+b'
(40o/o)
- oooOooo -
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